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En ce qui concerne les codes a deux tellres el aulres abrevia- 
tions, se referer aux "Notes explicatives relatives aux codes et 
abriviatiom" figurant au debut de chaque numiro ordinaire de 
la Gazette du PCT. 



(57) Abr^i : La pr^sente invention conceme un procdde de rdalisation d'une prise de contact (8) en face airifere d'un composant 
comprenant au moins un premier substrat (10) avec au moins une region active (12) et au moins un deuxieme substrat (20) de protec- 
tion de la region active. Conform^ment 6 I'invention, on utilise un deuxieme substrat en un materiau non-isolant et on y pratique au 
moins une tranchde d'isolation (21) traversante entourant une partie (22) de ce substrat, ladite paitie etant en contact avec la i^gion 
active lorsque les premier et deuxieme substrats sont assembles. Application au conditionnement de capteurs. 
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PROCEDE DE REALISATION D'UNE PRISE DE CONTACT EN FACE 
ARRIERE D'UN COMPOSANT A SUBSTRATS EMPILES ET COMPOSANT 
EQUIPS D'UNE TELLE PRISE DE CONTACT. 

5 Domalne technique 

La presente invention concerne im proc^d^ de 
realisation d'une prise de contact en face arridre d'un 
composant k substrats empil€s. Elle concerne ggalement 
un composant equips d'une telle prise de contact. 

10 L' invention concerne en particulier des 

composants comprenant un capteur ou une partie sensible 
quelconque sur une premidre face libre. La face arri^re 
est dgfinie comme #tant la face oppos^e k la face libre 
pourvue du capteur ou de la partie sensible. Elle est 

15 destinee notamraent a 1 ' interconnexion du composant avec 
d'autres composants d'un circuit, pour son alimentation 
ilectrique et/ou pour I'gchange de signaux. 

L' invention trouve notamment des applications 
au conditionnement et a la protection de composants k 

20 capteurs tels que, par exemple, les accel^rometres ou 
les capteurs de pression. Elle trouve des applications 
^galement k d'autres composants presentant un organe 
sensible, tels que les gyroradtres, ou les resonateurs. 

25 Etat de la technique antgrieure. 

Les composants pourvus de capteurs pr^sentent 
en g€n€ral xin substrat avec une face libre susceptible 
d'etre en contact avec un milieu donn^ pour la saisie 
de grandeurs physiques, ou chimiques. La face libre est 

30 ainsi susceptible d'etre mise en contact avec un milieu 
qui peut s'av^rer incompatible avec la presence, sur la 
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meme face, de bornes electriques. Le milieu peut etre 
chimiquement agressif pour les bornes ou d'autres 
parties du composant. Le milieu peut aussi etre 
conducteur de 1' electricity et fausser les mesures, ou 
5 cr€er un court - circuit . 

Pour ces raisons, les bornes electriques sent 
g^n^ralement reportees sur une face arriere du 
substrat, cette face 6tant protegee, si n€cessaire, par 
un conditionnement approprie. En particulier, un 

10 premier substrat, comprenant le capteur, peut §tre 
associ^ k un deiixieme substrat coll6 sur sa face 
arriire de fa<?on a protiger les bornes. Le deuxidrae 
sxibstrat peut aussi servir k protiger le capteur. Le 
deuxidme ^ubstrat peut encore comporter une partie du 

15 capteur, ou comporter un circuit glectronique associ^ 
au capteur. 

Afin de realiser une prise de contact sur les 
bornes de la face arridre du premier svibstrat, il est 
connu de pratiquer des trous d'accds k travers le 

20 deuxidme substrat k 1' aplomb de ces bornes, et de 
mitalliser les trous. 

L' encorabreraent des trous, n6cessairement assez 
larges, n'est pas compatible avec une densite ^levee de 
bornes d' entree -sortie. De plus, les trous confdrent k 

25 la face arriere du deuxidme substrat un relief peu 
approprig k des Stapes ulterieures de fabrication de 
pistes conductrices ou d'autres composants. Enfin des 
probl^mes de remplissage des trous ou des problemes de 
rebouchage peuvent apparaitre lors ■ de leur 

30 metallisation. La metallisation des trous peut 
ggalement poser des probldmes de fiabilitg lorsque le 
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composant doit subir des traiteraents thermiques t 

temperature elevee lors d' Stapes de proc§de 
s;ibs§quentes . 

5 Exposg de 1^ invention 

La presente invention a pour but de proposer xin 
proc^d^ ne pr^sentant pas les limitations ou probldmes 
ivoquis ci-dessus. 

Un but est en parti culler de proposer un 

10 precede permettant de garantir lane excellente 
protection d'un composant contre toute agression 
chimique, ou m^canique. Le but est aussi de garantir 
une prise de contact fiable sur ses homes. 

Un autre but est de faciliter le report des 

15 contacts ilectriques sur xme face arriere du composant 
et de permettre \ine connexion de density 61ev^e. 

L' invention a ^galement pour but de proposer \in , 
composant a substrat multiple, avec au moins une prise 
de contact en face arridre, et present ant une face 

20 arridre plane. 

Pour atteindre ces buts 1' invention a plus 
pr^cisement pour objet un proc^de de realisation d'une 
prise de contact en face arridre d'un composant 
comprenant au moins \m premier substrat avec au moins 

25 une region active, et au moins un. deuxidme siibstrat, 
servant de protection de la region active. Conformiment 
cl 1' invention, on utilise un deuxidme substrat non- 
isolant et on y pratique au moins une barri^re 
d' isolation traversante entourant une partie de ce 

30 substrat, la barriere etant localis^e de fa^on que 
ladite partie du substrat soit en contact avec la 
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region active lorsque les premier et deuxidme siibstrats 
sont assembles. 

La barriere d' isolation peut etre constitute 
par un joint isolant quelconque qui entoure une partie 
5 du de\axidme stibstrat. Elle peut notamment itre 
constitute par une tranchte, garnie ou non de mattriau 
isolant. 

Dans la description qui suit, on considere que 
la ou les barrieres isolantes sont formtes par des 

10 tranchtes. 

On entend, au sens de 1' invention, par « region 
active » toute partie d'un composant susceptible d'etre 
associee dans son fonctionneraent une prise de contact 
et/ou ^ une borne tlectrique de connexion. La region 

15 active peut etre, par exemple, une partie de couche 
conductrice, une armature de condensateur , une 
Electrode, ou une partie de transistor. La region 
active peut aussi former une chambre d'un capteur de 
pression. 

20 Par ailleurs, on dtsigne par "non isoleuit" un 

mater iau conducteur, semi- conduct eur ou tlectriquement 
resistif, susceptible de conduire des charges 
tlectriques. Le siibstrat est considere comme comprenant 
une ou plusieurs couches en de tels mattriaux. 

25 La partie du substrat entourie par la tranchte 

isolante constitue un pilier qui traverse de part en 
part le substrat et qui reporte le contact pris sur la 
region active vers une face arridre du dispositif qui 
se trouve etre la face libre du deuxieme substrat. 
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Le pilier est conducteur de 1 ' Electricity dans 
la mesure ou 11 est simplement delimit^ dans le 
deiaxieme subs t rat en mat^riau non-isolant. 

Le pilier pr6sente Sgalement I'avantage de 
5 poss#der xine extremity libra situSe exactement dans le 
plan de la face arridre, c'est-^-dire la face libre du 
• deuxiime substrat. Cette caract^ristique facilite 
grandement la realisation ult^rieure de pistes 
d' interconnexion pour relier entre eux dif f 6rents 
10 piliers ou pour les relier ^ d'autres composants ou 
borne s . 

be plus,, la realisation d'une prise de contact 

telle que d^crite ci-dessus ne n^cessite pas la 

formation de puits de contact k travers un deuxi^tne 
15 sxibstrat isolant. Elle elimine ainsi les difficult^s de 

remplissage de ces puits avec un mat^riau 

Electriquement conducteur. 

Enfin, le pilier dElimit^ dans la masse du 

deoixidme siobstrat est particulidrement insensible k 
20 d'Eventuels traitements thermiques susceptibles d'§tre 

associ^s & des stapes subsSquentes d'achdvement du 

composant . 

La tranchee d' isolation du pilier peut §tre 
pratiqu6e dans le deuxieme substrat apr^s assemblage de 

25 celui-ci avec le premier svibstrat. Dans ce cas, la 
gravure du deuxiSme substrat peut avoir lieu avec arrgt 
sur le premier substrat, iventuellement pourvu d'une 
couche d'arrgt de gravure prEvue a cet effet, par 
exemple, une couche en aluminium ou en chrome. 

30 Toutefois, selon une realisation prgferSe de 

1' invention, plus facile k mettre en oeuvre, la tranchie 



wo 03/028101 



PCT/FR02/03225 



peut §tre pratiqu^e dans le deuxidme STibstrat avant 
1 ' assemblage . 

La tranchee ou les tranchees peuvent §tre 
gravies dans le deiixiime siabstrat par I'line des faces 
5 ou par les deux faces. 

II est possible, par exemple, de pratiquer 
d'abord vine tranchee non traversante depuis une 
premidre face du deuxidme substrat puis de proc^der t 
un amincissement du substrat depuis la deuxieme face 

10 jusqu'^ ouvrir la tranchee. 

Les techniques susceptibles d'§tre mises en 
oeuvre pour la gravure des tranchSes, mais aussi leur 
remplissage sont en soi connues. On peut se reporter a 
ce sujet au document (1) dont la reference est precis^e 

15 en fin de description. 

Comme ^voque ci-dessus, la ou les tranchees 
peuvent §tre gamies d'un matSriau isolant 61ectrique. 
Elles peuvent aussi §tre conservges vides ou, plus 
pr4cis§ment, emplies d'air. 

20 La garniture partielle ou compldte . des 

tranchees peut avoir lieu, par exemple, par oxydation 
thermique de leurs f lanes, par d6p6t d'oxyde, par 
association d'vme chemise d'oxyde recouvrant les f lanes 
de tranchee et d'un coeur en polysilicium, ou encore, au 

25 moyen d'un verre isolant que I'on fait fondre dans les 
tranchSes . 

Selon un perfect ionnement de 1' invention, on 
peut encore proceder ^ une passivation d'une face du 
premier sxibstrat destin^e S venir en contact avec le 
30 deuxieme substrat, et former un pave de contact reli6 
^lectriquement Bl la region active, et affleurant sur 
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ladite face. De la m§me fagon, on peut aussi procider k 
une passivation d'une face du dexaxidme substrat 
destinee k venir en contact avec le premier substrat et 
former un pav^ de contact reliS ilectriqueraent k la 
5 partie du deuxidme substrat entourSe par la tranchie, 
c'est-a-dire le pilier evoque ci-dessus. Ce pav€ 
affleure alors a ladite face du deuxieme substrat. 

L' utilisation de paves de contact permet de 
recourir a des materiaiox prisentant une bonne 

10 conductivity, dans la zone de contact entre le pilier 
et la region active. 

Le choix des mat^riaux des pav^s peut aussi 
§tre dicte par 1 ' exigence d'un contact micanique et 
glectrique de bonne qualite. En particulier, la region 

15 active et/ou le pilier peuvent §tre pourvus de pav6s de 
contact en des matiriaux differents, susceptibles de 
s'allier. Dans ce cas, les pavis peuvent Stre en 
contact par 1' interm§diaire d'une couche d'alliage 
form^e k partir de ces mat^riaxax. 

20 Tel est le cas par example lorsqu'on utilise un 

pave de titane sur le premier siabstrat, en contact avec 
la region active et lorsque le pave est reporte centre 
un pilier de contact en silicium du deiixidme substrat. 
Lors de 1' assemblage des premier et deuxidme sxibstrats 

25 un traitement thermique peut §tre mis en oeuvre pour 
provoquer la formation d'un siliciure de titane k 
1' interface pilier-pave. 

L' invention concerne egalement un composant 
comprenant un premier substrat avec au moins une region 

30 active et un deuxieme substrat solidaire du premier 
substrat et recouvrant la region active. Conform^ment & 
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1 ' invention, le deuxidme substrat comporte au moins un 
pilier en im matiriau conduct eur elect rique, 
electriquement isole d'\me partie restante du deioxi^me 
substrat, en contact Slectrique avec la region active, 
5 et traversant de part en part le dexixidme substrat. La 
prise de contact est form^e par I'extrgmitg du pilier 
affleurant sur la face arridre du composant, c'est-i- 
dire sur une face libre du deiaxiSme substrat. 

10 D'autres caracteristiques et . avantages de 

1' invention ressortiront de la description qui va 
suivre, en r§f€rerice aux figures des dessins annexes. 
Cette description est donnie k titre purement 
illustratif et non limitatif. 

15 

Breve description des figures 

La figure 1 est une coupe schSmatique de deux 
substrats et montre leur assemblage en vue de la 
formation d'un composant conforme Sl 1' invention. 
20 La figure 2 est une coupe schematique d'un 

autre assemblage de substrats pour la realisation d'un 
composant conforme a 1' invention. 

La figure 3 est une coupe schematique d'vm 
composant, Sgalement conforme k 1' invention. 

25 

Description d€taillee de modes de mise en oeuvre de 
1^ invention. 

Dans la description qui suit, des parties 
identiques, similaires ou equivalentes des differentes 
30 figures sont rep^rees par les memes signes de reference 
pour en faciliter la lecture. Par ailleurs, et dans un 
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souci de clartg des figures, tous les Pigments ne sont 
pas repr^sent^s selon une ichelle iiniforme. 

La figure 1 montre un premier stibstrat 10 qui 
5 comporte une region active 12. Celle-ci constitue, par 
exemple, une partie d'un capteur tel qu'un 
acc^l^rom^tre . 

La region active est associee & un pav§ de 
contact 14 qui constitue une borne electrique. II 
10 s'agit, par exemple, d'une borne relive k 1' armature 
d'un condensateur Slectrique utilise pour la detection 
d'une acceleration.. 

Le pave de 14 est incruste dans une couche de 
passivation 16 formee sur une face arriire 15 du 
15 premier stibstrat 10. Le pave 14 est, par exemple, en 
^xn. metal ou en silicium polycristallin. Il est depose 
de faqjon conforme dans une ouverture pratiquSe dans la 
couche de passivation 16, et est en contact electrique 
avec la region active. Un eventuel planage de la face 
20 arriere 15 permet de rendre la surface de la couche de 
passivation, et celle du pave, parfaitement 
coplanaires . 

La couche de passivation, en im materiau 
isolant electrique, tel que, par exemple, de I'oxyde de 
25 silicium, permet de proteger la face arriere du 
■ composant, et notamment la region active, d'une 
eventuelle agression de 1' environnement . Elle permet 
aussi de fournir une isolation electrique pour eviter 
tout court circuit entre differentes parties du premier 
3 0 substrat lorsqu' il est mis en contact avec le deiixidme 
siobstrat. Lorsque le premier siobstrat 10 n'est pas 
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isolant, la couche de passivation evite encore qu'il ne 
relie ^lectriquement le pilier k la partie restante du 
de-uxi^me substrat. 

On peut noter que, selon les applications 
5 envisag§es, la region active, ou tout au moins le 
dispositif dont elle fait partie, peuvent s'itendre 
j usque sur la face libre 13 du premier substrat 10 qui 
est ici la face oppos^e a la face arri^re 15 portant la 
couche de passivation 16. Ceci est, par exemple, le cas 
10 de capteurs qui doivent presenter une surface de 
contact avec le milieu sur lequel portent les mesures a 
effectuer. 

Un deuxieme sxibstrat 20 en un materiau non 
isolant est f ourni . II s'agit, par exemple d'un 
15 substrat de silicium. L'une des fonctions de ce 
stibstrat est de prot^ger la face arriere 15 du premier 
STobstrat 10 et notamment le pav# de contact et /ou la 
region active qui y affleurent. Le devixiSme substrat 20 
est ggalement utilise comme un moyen de ctblage 
20 elect rique pour ramener wci ou plusieurs contacts 
glectriques sur la face arridre du composant fini. 

Une tranchSe 21 pratiquee dans le substrat 
permet d'y delimiter \m pilier 22 qui s'etend de part 
en part k travers le substrat. Plus pricis^ment, le 
25 pilier s'etend depuis une face de report 23 qui est 
destinie k venir en contact avec le premier sxibstrat 
jusqu'a une face oppos^e libre 25, ggalement d^signie 
par « face arriere » . 

La tranch§e a essentiellement pour fonction de 
3 0 fournir ime isolation electrique du pilier. Elle peut 
§tre remplie d'air. Elle peut aussi §tre remplie 
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entidrement, ou en partie seulement, d'un mat^riau 
isolant glectrique. 

Comme cela apparait encore plus loin dans la 
description, la tranch§e 21 peut §tre d'abord pratiqu^e 
5 dans le de\ixidme substrat, depuis sa face de report, 
sans entierement traverser le substrat. Ceci permet de 
maintenir en place le pilier 22 jusqu't ce que les 
premier et deuxiime substrats soient rendus solidaires. 
A ce moment une abrasion de la face libre du deuxi^me 
10 svibstrat permet d'ouvrir la tranch^e. Le pilier est 
alors maintenu par le premier substrat. 

La largeur de la tranch^e peut §tre €tablie en 
fonction de I'epaisseur du substrat. Elle est comprise, 
par exemple, entre un dixieme et un cinquantieme de 
15 I'ipaisseur du s\ibstrat, A titre d' illustration, pour 
un substrat d'une gpaisseur de 500 iim, on peut 
pratiquer des tranchies de 50 de large. 

Sur la figure 1, une fl^che indique le report 
du premier substrat sur le deuxi^me. Les substrats sont 
20 rendus solidaires en les reportant I'un sur 1' autre de 
fa9on k mettre en contact la face arriere 15 du premier 
siabstrat et la face de report 23 du deuxiSme sxobstrat 
et de fagon k faire coincider le pilier 22 avec le pav6 
de contact 14, c'est-^-dire avec la region active. 
25 Lorsque la region active pr^sente elle-meme une partie 
conductrice affleurante, le pav6 de contact 14 peut 
gventuellement §tre omis. 

Le scellement entre les premier et deuxiSme 
substrats peut §tre un scellement direct par adhesion 
30 mol^culaire. II peut aussi faire appel a une colle 
interm^diaire . 
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On peut noter que la face libra 13, 25 de I'un 
au moins des siabstrats, peut §tre solidaire d'un 
substrat fomant poign€e (non repr^sente) juscju'i. ce 
que les premier et deiixidme substrats soient 
5 solidaires. La face est ensuite rendue libre en 
d^tachant le substrat consid^rg du svibstrat forraant 
poignie . 

La figure 2 montre un cotnposant conforme k 

10 1' invention, dont la fabrication n'est pas entidrement 
achev^e mais dont les premier et deiaxidme substrats 10, 
20 sont d^ja assembles. 

A I'instar du premier substrat de la figure 1, 
le premier substrat 10 de la figure 2 comprend une 

15 couche de passivation 16 dans laquelle un pav§ 
conducteur est incruste. Le pave 14 est en contact avec 
une region active 12 representee de fagon symbolique. 

Contrairement au deuxiSme substrat 20 de la 
figure 1, le deuxidme substrat 20 de la figure 2 

20 pr^sente sur sa face de report 23 une couche de 
passivation 26. Il s'agit d'une couche d' isolant 
electrique. De preference, lorsque le deuxieme substrat 
est en silicium, la couche de passivation 26 peut etre 
une couche de Si02. 

25 La couche de passivation prisente une ouverture 

correspondant au pilier conducteur 22 . Dans cette 
ouverture est incruste un pave de contact 24. II s'agit 
d'un pave comparable au pav^ de contact 14 du premier 
sxobstrat, en un materiau glectriquement conducteur 

30 (metal, poly-Si) . Il affleure §l la surface de la couche 
de passivation 26 . 
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Lors de 1' assemblage des siobstrats, le pavi 14 
du premier substrat 10 est mis en contact avec le pav6 
24 du detixieme substrat 20. lis forment ainsi un lien 
ilectrique entre la region active et le pilier 22. En 
5 dehors des pav6s de contact, les couches de passivation 
16. et 26 des deux substrats sent egalement en contact. 
Ceci permet de garantir une meilleure isolation 
§lectrique entre les deux substrats, en dehors du 
contact pilier-region active. 

10 Comme indiqu^ prec^derament , et conform^ment ^ 

un choix particulier, les pav6s de contact peuvent §tre 
r§alis6s en des' materiaxix susceptibles de s'allier 
facilement lorsqu'ils sont mis en contact. Ceci est le 
cas, par exemple, pour des couples de raateriaux tels 

15 que Si et Ti ou Si et Pd. 

On peut observer sur la figure 2 que la 
tranch^e 21 contient un mat^riau isolant 28. II s'agit, 
par exemple d'un verre isolant, ou d'un oxyde form6 par 
dgp6t chimique en phase vapeur, qui emplit de faqon 

20 conforme la tranchee. A titre d' alternative, la 
tranch§e peut aussi §tre tapissie d'une couche d' oxyde 
thermique puis combine d'un mat^riau qui n'est pas 
necessairement isolant, tel que le silicium 
polycr i s t al 1 in . 

25 La tranchie 21 du deuxi^me siobstrat est grav^e 

depuis la face de report 23, et perpendiculairement k 
cette face, jusqu'a une profondeur correspondant aux 
2/3 ou aux 3/4 de I'^paisseur totale du deuxiSme 
substrat. La gravure, de raeme que le garnissage de la 

30 tranchee ont lieu avant 1' assemblage des substrats. 
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AprSs 1' assemblage, c'est-a-dire apr^s 
I'obtention d'un composant conforme & la figure 2, on 
procdde k un planage de la face arridre libre 25, par 
exemple par abrasion micano-chimique, jusqu'^ mettre k 
5 jour la tranchie et I'extrimit^ du pilier qui forme une 
prise de contact P. L' operation d' abrasion a aussi pour 
fonction de parachever 1' isolation electrique du pilier 
de contact 22. 

La partie du deuxieme siibstrat eliminee lors de 
10 1' abrasion est representee en trait discontinu. 

La figure 3, montre le composant de la figure 2 
aprds 1' operation de planage, et apres la formation sur 
la face arridre 25 d'une couche de passivation 29 en un 

15 materiau isolant Electrique. Une ouverture (non 
representee) peut Stre pratiquee dans la couche de 
passivation 29 pour prendre contact sur le pilier. En 
outre, le caractere plan de la face arri^re du 
composant se pr^te bien a la mise en oeuvre d'autres 

20 operations de lithographie, pour la formation, par 
exemple, de pistes d' interconnexions . 

Dans la description qui prScSde, il est fait 
reference, pour des raisons de simplification, k xan 
25 pilier unique qui vient en contact avec une region 
active unique. Toutefois, 1' invention peut §tre mise en 
cjeuvre en associant a une plurality .de regions actives, 
une plurality de piliers, tous isolgs les vxis des 
autres . 
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REVENDICATIONS 

1. Proc^d^ de realisation d'une prise de 
contact (P) en face arriSre d'un composant comprenant 
5 au moins un premier svibstrat (10) avec au moins une 
region active (12) , at au moins un deuxidme substrat 
(20) de protection de la region active, caradt6ris§ en 
ce que I'on utilise un deuxiSme substrat en un materiau 
non-isolant et on y pratique au moins une barriere (21, 
10 28) d' isolation traversante, entourant une partie de ce 
substrat, de fa<?on que ladite partie du siabstrat soit 
en contact avec la region active lorsque les premier et 
deuxidme s\ibstrats sont assembles. 

15 2. ProcSdS selon la revendication 1, dans 

lequel on pratique dans le deuxieme substrat au moins 

une tranche traversante (21) formant la barriSre 
d' isolation. 

20 3. Procide selon la revendication 2, dans 
lequel on pratique la tranch^e (1) apres 1' assemblage 
des premier et deuxiSme substrats. 

4. Proc§dS selon la revendication 2, dans 
25 lequel on pratique la tranchSe (1) avant 1' assemblage 

des premier et deuxidme svibstrats. 

5. ProcSde selon la revendication 1, dans 
lequel, avant 1 ' assemblage , on procdde a une 

30 passivation d'une face (15) du premier substrat 
destinie a venir en contact avec le deuxidme substrat 
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et on forme un pave de contact (14) reliS 
glectriquement a la region active, et affleurant sur 
ladite face (15) . 

5 6. ProcSd§ selon la revendication 2, dans 

leguel, avant 1' assemblage, on precede a une 
passivation d'une face (23) du deuxieme substrat 
destin§e k venir en contact avec le premier siobstrat et 
on forme un pave (24) de contact reli€ electriquement a 
10 la partie du deuxiSme siibstrat entouree par la 
tranch^e, et affleurant sur ladite face du deiixiime 
substrat . 

7. Proced^ selon .la revendication 2, dans 
15 leguel on garnit la tranchie (21) avec un mat^riau 

isolant ilectrique (28) . 

8. Proc6d§ selon la revendication 2, dans 
lequel on pratique la tranchie traversante par une 

20 gravure depuis deux faces oppos^es du deuxiSme 
substrat . 

9. Precede selon la revendication 2, dans 
lequel on pratique la tranch^e traversante par gravure 

25 depuis une seule face du deuxieme substrat. 

10. Proced^ selon la revendication 9, dans 
lequel on pratique une tranchee non traversante depuis 
vine face du deuxieme substrat et effectue un 

30 amincissement du deuxidme stibstrat depuis une face 
opposee jusqu't I'ouverture de la tranchee. 
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11. Composant comprenant xm. premier substrat 
(10) avec au moins une region active et lin deuxi^me 
substrat (20) , solidaire du premier s\ibstrat, et 

5 recouvrant la region active, caract#ris€ en ce que le 
deuxiime s\ibstrat comporte au moins un pilier (22) en 
un mat^riau conducteur electrique, electriquement isolS 
d'une partie restante du substrat, le pilier (22) itant 
en contact electrique avec la region active, et 
10 traversant de part en part le deuxidme substrat. 

12. Composant selon la revendication 11, 
comprenant entre le pilier (22) et la region active 
(12) au moins un pav4 de contact (14, 26) conducteur 

15 electrique. 

13. Composant selon la revendication 12, dans 
lequel la region active et/ou le pilier sont pourvus de 
pav§s de contact (14, 26) en des mat^riaxix diffirents 

20 susceptibles de s'allier, les pav6s §tant en contact 
par 1' intermidiaire d'une couche d'alliage de ces 
mat^riaxix. 

14. Composant selon la revendication 11, dans 
25 lequel la region active comprend au moins une partie 

d'un capteur. 

15. Composant selon la revendication 11, dans 
lequel le pilier est entouri d'une tranch^e traversante 

30 (21) contenant un materiau isolant electrique (28) . 
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